
OLED 有機發光二極體顯示器技術 

■ 本書特色  

1 .  有機發光二極體顯示器具備自發光特性、敏捷的反應速度、低 耗電量、清晰對比、面板厚

度薄、重量輕並具備可撓性等優勢， 被喻為完美的顯示器。 

2 .  本書藉由淺顯易懂的辭句，將有機發光二極體顯示器之開發歷 史、發光原理、面板設計與

未來趨勢呈現給讀者，內容詳細豐 富。  

■ 內容簡介 

有機發光二極體顯示器具備自發光特性、敏捷的反應速度、寬廣的可視範圍、低的耗電量、清

晰的對比、面板厚度薄、重量輕並具備可撓曲等優勢，被喻為完美的顯示器。本書藉由淺顯易

懂的辭句將有機發光二極體顯示器之開發歷史、發光原理、面板設計與未來趨勢呈現給讀者。

內容包括：有機發光二極體應用與規格、有機發光二極體顯示原理及全彩技術、被動式矩陣背

板技術、主動式矩陣背板技術、有機發光二極體陽極製程、有機發光二極體陰極製程、主動式

類比畫素設計、主動式數位畫素設計、有機發光二極體封裝技術、有機發光二極體技術藍圖

等。本書適用於私立大學、科大電子、電機、光電系「LED 製程與應用」課程。  
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